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Abstract of 0E3638923 

In an integrated circuit device having a lateral transistor, the lateral transistor comprises a 
semiconductor zone of the conduction type of the collector zone of the lateral transistor. The 
semiconductor zone sun^ounds the collector zone of the lateral transistor at least partially. The 
semiconductor zone of the conduction type of the collector zone is connected in an electrically 
conducting manner to the emitter of an amplifier transistor connected to the output of the lateral 
transistor, or to a current detector. 
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@ Integrierte Schaltungsanordnung- 

Bei einer integrierten Schaitungsanordnung mit einem 
Lateraitransistor weist der Lateraltransistor eine Halblelter- 
zone vom Leitungstyp der Koliektorzbne des Lateraltransl- 
stors atif» die die Kollcktorzone des Latere Itransistors zu- 
mindest teilweise umgibt Die Halbietterzone vom Leitungs- 
typ der Kollektorzone ist mit dem Emitter eines dem Laterai- 
transistor nachgeschalteten Verstarkertransistors oder mit 
einem Stromdetektor elektrisch leitend verbunden. 
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Patentansorache se umgibt und daB die Halbleiterzone vom UUungstyp 

Patentansprucne Kollektorzone mit dem Emitter eines dem Uteral- 

stors(ri)aufweistdaBdie "a'^leiterzone (H) vom . verstarken. damit ein am Ausgang ei- 

Leitungstyp der KoUektorzone die Kollektorzo- ^'J^^^^^g^^^^ Verbraucher ei- 

„e(n) (K, IC ^.if^'t^ZenZb^lit .o S^jSJeJe iSung er^^^^^ dies ohne den Verstarker- 
mindestteUweise umgibt und daB die Halbleiterzo^ lo "^"^"^^^J^ Fall wSre. Verbindet man die nach der 
ne(/OvomLeitungstypderKollektorzor«m.tdem ?«Sn vorg^ehene Halbleiterzone vom Uitungs- 
Emitter eines dem l^^raljransis^Cr^) nac^^^^ f^^ d^ KolSreone mit dem Emitter des dem Ute- 
schalteten Verstarkertransisto« (T2) oder mit ei- ^H^nsiS nachSdteten Verstarkertnmsistors. so 
„cmStromdetektor(SD;elektrischlertendverbun- ;^«?;"^*f^^^^^^ Emitter des Verstirker- 

lTnj;UrteSchaltunpanon.n«ngnach^^^^^^ rslrun^dr'— 
1. dadurch gekennzeichnet, daB eine weitere Halb- S*"*")!'."?^^ hdher ist als dasjenige Poten- 

leherzone (W2) oder mehrer^ Halble.tej^on^^ JL". wSs ohl dt^^^^^^^ Erfindang'voiesehene 
(H2.//r)vomLeitungstypderKol ektorzonevo - J^'jJJ^r" ^^J^ °^ 

When «t(sind). die die erne Halbleiterzone ^^^^ 20 "/J^'j^'^'J^^^^^^^^ „itdem Emitter des 

vomUiiungstypderKollcktorzone umg.bt(umge- ^mtier des Verstaricertransi- 

aTntegrierte SchaUungsanordnung na^ A^^^^^ ''Te^S^det mn SSe nach der Erfindung vorgesehene 
1 Oder Z dadurch gekennzeichnet. daB eme Schutz- „ J;^,'^;"„„ Leitunestyo der Kollektorzone rait 

elekuisch leitend verbunden ist. Die Erfindung wirf im folgenden an AusfOhrungsbei- 

4. Integrierte Schaltungsanordnung nach einem der 30 Die tit ™uns wiro im lu s 

Anspriiche 1 bis 3 dadurch geken'««''*"«» 1^^*^ wrESung und ihre Vorteile werden zunachst an 

Halbleiterzone(n) (« H i - H„) ^omU^^^iyp ^J^^^Z^^sp^^n in Verbindung mit den Fag. 1 

der KoUektorzone die «^<>"ektorTOne(n) (J^ i^^ - ^^5' eSte^ Die Fig. 1 zeigt emen (gestrichelt um- 

K„) ringformig oder rahmenfSrmig umgibt (umge- l^^^^j^ r fmit dem Emitter £ der 

^igHerteSchaUungsanordnungna^einemd. Ba^^j^-^^^^^^^ 

AnsprOchel bb4.dadurchgekennze«hnetdaBdj des Lateraltransistors 

KoUektorzoneWdesU^^^^^^^ ^^"S^Sem^'ist nS eine Schutzzone Svom Ui- 

oder die Halble.terzone(n) (H. W 1 - H„,) m mehre aui kollektorzone des Lateraltransistors vor- 

re Bereiche aufgeteiU smd. « handen auf deren Bedeutung spiter eingegangen wird 

vom Uitungstyp der KoUektorzone 45 ^^jm Ute^^^^^ 
elektrischleitendverbunden.st(s.nd). f 2 ^^m Sktor des Uteraltransistors ange- 

7. Integrierte Schaltun^anordnung nach ememder J? wird vom ^n^^^ verstarktden Kol- 

Ansprache t bis 6. dadurch gekennzeichnet. <^ SSr^m d?SeSuransistors Ti. Nach der Erfin- 
dem Stromdetektor rSD; eine U,g.k (L) nachge- 

schaltet ist dem Emitter des Verstarkertransistors elektnsch leitend 

Beschreibung '*S'g^ der Lateraltransistor in die Sattigung (Kol- 

BnLateraHransistorkommtbekanntlichdannindie '^-Jto^^^^lSf]^^^^^ 
sattigung. wenn sein Kollektor Emitterpotentia an- 55 »?'^ ^I^^^JJfF'^^^^^ 

Lm\ fn diesem FaU fli^t dn erheblicher Tei. des f^^^^^^^^^ Leitungstyp d. 

EmitterstromeszumSubstratab. Knii^kiorzone aufeenommen und wegen der elektn- 

Der Erfindung liegt die Aufgabe ^^Sn»>^J^'^'^, S vSuJg dS HarbLerzone H mit dem Emit- 

grierte Schaltungsanordnung nut einem Uteraluansi- f ?*"J v^^Jt^I"^ 7-2 an den Emitter des 

ftor anzugeben. bei der die unerwunschten Sattigjm^- eo '"f^^^^^^^^Jrge^^^^ wird. Dadurch 

effekte in positiver Weise ausgenutzt werden^Di^e ^^"J^^^J^^^^ des Verstaricer- 

Aufgabe wild bei einer mtegnerten Schaltungsanord^ JT^Tlto^T^^^ 

nuni mit einem Uteraltransistor nach der Erfindunp j^nTajS^^ Kondensa- 

dadurch gelest, daB der "^^^^^ „ tor^SjaUel » Sch dieser Kondensator entspre- 

terzone vom Leitungstyp der Kollektorzone des Late 65 JS^^fescnuie^ w • ^ q^^^ y^^. 

raltransistorsaufwe«t,daBdieHableiter«,ne^^^^^^ Strtrlk^tor ?5 

S^o^ne'cStrXSto^^^^^^^ J^r^Ju^n^einrelativgeHngerStiomvorhande. 
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so daB der Kondensator in dieseni Fall relativ langsam und H2 bezeichnet sind. Die beiden Halbleiterzonen 

bis zum Erreichen des Potentials 1^11 am Ausgang A //B und // 2, die von einerSeparattonszone5£/'umge- 
aufgeladen wurde. Der Verstarkertransistor T2 erhoht ben sind, umgeben die Kollektorzone K ringfSrmig und 

den Strom am Ausgang A und sorgt dadurch fur eine zwar umgibt die Halbleiterzone H \ die Kollektorzone 

schnellere und stirkere Ladung des ECondensators, al- 5 K und die Halbleiterzone H2 die Halbleiterzone Hh 

Icrdings nur auf das Potential V2, bcdingt durch die Zwischen der Emitierzone Eund der Kollektorzone K 

Basis- Emitterspannung von 72. Ist neben dem Verstar- sowie zwischen der Halbleiterzone 7/ H und der Kollek- 

kertransistor T2 beim Lateraltransistor erfindungsge- torzone K sowie auch zwischen der Halbleiterzone H2 

maB die Halbleiterzone // vorhanden, so sorgt diese fur und der Halbleiterzone H H sind beim Lateraltransistor 

eine weitere Ladung des Kondensators und damit fur 10 der Mg. 4 Berek^he der Basiszone B des Lateraltransi- 

eine weitere Erhdhung des Potentials am Ausgang >4 auf stors vorhanden. Die Kollektorzone K die Halbleiter- 

l^L zone H 11 sowie die Halbleiterzone H2 sind beim Aus- 

Die Fig. 2 zeigt ein anderes Ausfuhrungsbeispiel der fuhrungsbeispiel der Hg. 4 konzentrisch zur Emitterzo- 
Erfindung. Die Schaltung der Fig. 2 enthalt wiederum ne £des Laterattransistors angeordnet Entsprechendes 
den Lateraltransistor T\ mit der erfindungsgemaBen is gilt audi fur den Lateraltransistor der IFSg. 3 sowie audi 
Halbleiterzone H vom Leitungstyp der Kollektorzone fflr die Lateraltransistoren der folgenden Figuren. Die 
des Lateraltransistors sowie den nachgeschalteten Ver- Verwendung von zwei Halbleiterzonen vom Leitungs- 
starkcrtransistor T2. Der von der Halbleiterzone H im typ der Kollektorzone hat den VorteiL daB man nun 
Saiiigungszustand des Lateraltransistors ubemommene wiederum als folge der Sattigung der Zone H \ nochmal 
Strom wirdim Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 2 nicht dem 20 eine Reaktion ausldsen kann, und zwar dadurch, daB 
Emitier des Verstarkertransistors T2. sondem einem uber H2eineStromsensor-Schaltungangesteuertwird. 
Strofndetektor£Dzugefahrt Da dieser Strom erst file- Der Lateraltransistor der Fig. 5 unterscheidet sich 
Ben kann, wcnn der Kollektor in SMttigung kommt, ist es vom Lateraltransistor der FSg. 3 dadurch, daB der Kol- 
damit Z.B. mdglich, den Ansteuerstrom fcr den Transi- lektor in verschiedene Bereiche aufgeteilt ist Im Aus- 
stor 711 flber diesen Stromdetektor gerade soweit zu 25 f uhrungsbeispiel dej Fag. 5 sind es die vier Bereiche 
reduzieren, daB der Transistor Tt noch in Sattigung KXK^xind K^, die im Ausfuhrungsbeispiel als Ring- 
bleibL fln einem anderen Ausfuhrungsbeispiel wird der segmente ausgebildet sind, die die Emitterzone E kon- 
Transistor m als Stromquelle benutzt, um einen Kon- zentrisch umgeben. Die Koilektorbereiche Kl,K2,K3^ 
densator zu laden. Bei Errek:hen der Endspannung wird und K 4 sind von der Halbteiterzone //vom Leitungstyp 
das Erreichen der Endspannung uber die Halbleiterzone 30 der Kollektorzone umgeben, die wiederum von dner 
//vom Leitungstyp der Kollektorzone erkannt und aus- Separationszone 5EP umgeben ist Die nicht von do- 
ge wertet und der Ladestrom wird weitgehend zuruck- Emitterzone £; den Kollektorbereidien Kh K2. KX 
genommen. K4 und der Halbleiterzone // eingenommenen Berei- 

Die folgenden Figuren zeigen AusfOhrungsbeispiele che des Lateraltransistors sind Bereiche der Basiszone 0 

fOr die Struktur des erfindungsgemifien Lateraltransi- 35 des Lateraltransistoi^ 

stors m, und zwar jeweils in der Draufsicht sowie in im Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 5 kann es beispieis- 

einer perspektivischen Schnittdarstellung. Die Fig, 3 (3a weise vorkommen, daB die dnzelnen Koilektorbereiche 

und 3b) zeigt in der Mitte die Emitterzone Edes Lateral- unterschiedlich in die Sattigung gehea Sind die einzel- 

transistors m, die von einer ringformigen Kollektorzo* ncn Koilektorbereiche beispielsweise jeweils mit 

ne K umgeben wird Zwischen der Emitterzone E und 40 Stromdetektoren verbunden, so kdnnen die Stromde- 

der Kollektorzone K befindet sich die Basiszone ft Der tektoren ermittein, wann welcher KoUektorbereich in 

Kollektor K wird erfindungsgemaB von der Halbleiter- die Sattigung geht Die einzelnen Koilektorbereiche 

zone H umgeben. die im Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 3 konnen naturlich flachenmaBig gleich oder unterschied- 

ebenfalls ringformig ausgebildet ist Die Halbleiterzone lich bemessen sein, und zwar je nach dem Anwendungs- 

H hat denselben Leitungstyp wie die Kollektorzone K 45 zweck. 

des Lateraltransi tors. Zwischen der Halbleiterzone H Der Lateraltransistor der unterscheidet sich 

und der Kollektorzone K befindet sich ein Bereich der vom Lateraltransistor der Fog. 5 dadurch. daB einer der 

Basiszone A Die Emitterzone E, die Basiszone B und die dort vorhandenen drei Koilektorbereiche. und zwar im 

Halbleiterzone H sind beim fertigen Lateraltransistor Ausfuhrungsbeispiel der KoUektorbereich mit der 

kontaktiert Die Elektroden sind jedoch der Obersicht 50 Halbleiterzone H vom Leitungstyp der Kollektorzone 

wegen in den Figuren nicht dargestellt Die Halbleiter- elekuisch leitend verbunden ist Wegen der elektrisch 

zone H wird von einer Separationszone (SEP) umgeben, leitenden Verbindung des einen KoUektorbereiches K i 

die den Lateraltransistor von anderen Bauelementen mit der Halbleiterzone H erhllt die Halbleiterzone H 

der Schaltung elektrisch trenni, deren Leitungstyp mit auch dann einen Strom, wenn die nicht mit der Halblei- 

dem der Halbleiterzone H ubereinstimmt Zwischen der 55 terzone // verbundenen Koilektorbereiche noch nicht in 

Separationszone SEP und der Halbleiterzone H befin- der Sattigung sind. Der Strom, der zur Halbleiterzone H 

det sich ein Bereich der Basiszone B, Wie bereits be- flieBt wird jedoch groBer. wenn einer der nicht mit der 

schrieben. Qbernimmt die Halbldterzone H vom Lei- Halbleiterzone //verbundenen Koilektorbereiche 2, 

tungstyp der Kollektorzone im Sattigungszustand einen K3) oder beide der nicht mit der Halbleiterzone // ver- 

Strom. der vom Kollektor K ausgehu weil der Kollektor 60 bundenen Koilektorbereiche (KZK3) in die Sattigung 

K im Saiiigungsfall die Funktion eines Emitters uber- gehen. Bei dieser Ausfuhrungsform der Erfindung, kann 

nimmt Die Kollektorzone K wirkt dann als Emitter, man beispielsweise zunachst eine Stromverstarkung 

wenn ihr Potential das Potential der Basiszone B uber- von Tt von z.B. 5 vorgeben. Bei Erreichen der Satti- 

s^eigt gung wird dann die Stromverstarkung beispielsweise 

Die Fig. 4 (4a und 4b) unterscheidet sich von der Fag. 63 auf 1 zurOckgenommen. 

3 dadurch, daB der Lateraltransistor nicht nur eine Die IFag.7 zeigt ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfin- 

Halbleitcrzonevom Leitungstyp der Kollektorzone auf- dung, bei dem die Halbleiterzone //vom Leitungstyp 

weisu sondern zwei solche Halbleiterzonen. die mit H ! der Kollektorzone in zwei Bereiche // H und //2 aufge- 
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teUt ist Beide Bereiche HI und H2 smd konzentrisch beispielsweise ring- oder rahmenformig ausgebildet. 1st 
zur Emitterzone Eangeordnet und umgeben die Kollek- die Kollektorzone K und/oder die Halbleiterzone Hm 
torzone E Auch bei der Anordnung der Fig. 7 ist eine mehrere Bereiche unlertcilt, so hegen diese Bereiche 
Separaiionszone SEP vorhanden. Die Aufteilung der vorzugsweise auf einem gedachten Ring (Ringsegmen- 
Halbleiterzone H in zwei Bereiche H\ und H2 hat 5 te) oder Rahmen. Die Bereiche der Kollektorzone K 
beispielsweise den VorteiL daB der eine Halbleiterbe- und/oder der Halbleiterzone Hkonnen je nach Anwen- 
reich (Z.B. // 1) mit einer Logik bzw. einem Stromdetek- dungszweck gleiche oder ""^^f^^t j't.^h h^^^^^ 
tor und der andere Halbleiterbereich (z.B. HI) mit dem gen haben. Dies gili beispielsweise bezuglich deren Lan- 
Emitter des nachfolgenden Verstarkeriransistors ver- ge und Breite bzw. Rachenausdehnung. 
bunden werden kann. Auf diese Weise erhalt man lo 
glefchzeitig die beiden Vorteile, die in Verbindung mil 
den Fig. 1 und 2 beschrieben worden sind. 

Der Lateraltransistor der Fig. 8 unterscheidet sich 
vom Lateraltransistor der Fig. 3 dadurch. daB die Halb- 
leiterzone H vom Leitungstyp der Kollektorzone von i5 
einer Schutzzone S umgeben ist, die ebenfalls den Lei- 
tungstyp der Kollektorzone aufweist Wahrend die 
Halbleiterzone H vom Leitungstyp der Kollektorzone 
mit einem anderen elekurischen Bauelement der Schal- 
tung wie z.B. mit einem Stromdctektor oder mit einem 20 
Verstarkertransistor elektrisch leitend verbunden ist, ist 
die Schutzzone S mit der Basiszone des Lateraltransi- 
stors elektrisch leitend verbunden. Die Schutzzone 5 ist 
vorallem dann sinnvoll wenn der Lateraltransistor von 
den Obrigen Bauelementen der integrierien Schaltung- 25 
anordnung durch cine Separationszone (SEP) elektrisch 
geu-ennt isL Durch die Schutzzone 5 wird in diesem Fall 
unterbunden, daB die Hilfszone H zusammen mit dem 
zwischen ihr und der Isolationszone vorhandenen Basis- 
bereich und der Separationszone (SEP) einen parasita- 30 
ren Transistor biWetder zu unerwflnschten parasitlren 
Strdmen fuhrt 

Die Fig. 9 (9a, 9b) zeigt einen Lateraltransistor nach 
der Erfmdung mit einem in der Mitte befindlichen Basis- 
beretch & der von einer Basiselektrode (BE) kontaktiert 35 
ist Der Basisbereich B ist von einer rahmenformigen 
Emitterzone £ umgeben. Die Kollektorzone /C des La- 
teraltransistors der Fig. 9 ist U-formig ausgebildet Die 
Kollektorzone K ist von einer Halbleiterzone H 1 vom 
Leitungstyp der Kollektorzone umgeben, die wiederum 40 
von einer (zweiten) Halbleiterzone H2 vom Leitungs- 
typ der Kollektorzone umgeben ist Die Halbleiterzo- 
nen H\ und H2 sind rahmenfdrmig ausgebildet Zwi- 
sdien den Halbleiterzonen // 1 und f / 2 beflndet sich ein 
Bereich B der Basiszona Der Lateraltransistor der 45 
Rg. 9 ist von einer Separationszone 5EP umgeben, de- 
ren Leitungstyp mit dem der Halbleiterzonen H 1 und 
H2 und damit mit dem Leitungstyp der Kollektorzone 
K ubereinstinunt Wie die Fig. 9b zeigt ist der mittlere 
Basisbereich B fiber eine hochdotierte Halbleiterzone 50 
B vom Leitungstyp der Basiszone mit einer im Halblei- 
terkorper befindlichen buried layer B" verbunden, die 
ebenfalls den Leitungstyp der Basiszone aufweist Die 
buried layer B"verbessert die elektrisch leitende Ver- 
bindung zwischen der Basiselektrode BE in der Mitte 55 
des Lateraltransistors und den weiter auBen liegenden 
Basisbereichea 

Beim Lateraltransistor der Fig. 9 wird zunachst nur 
der Teilbereich //r der Halbleiterzone H 1 aktiv. So- 
bald jedoch die Kollektorzone K in die Sattigung geht 60 
wird die gesamte Halbleiterzone H t als "RingkoUektor" 
aktiviert. 

Die Kollektorzone K und die Hilfszone H des Late- 
raltransistors sind im allgemeinen konzentrisch zur 
Emitterzone des Lateraltransistors angeordnet Dies gilt 65 
auch fur den Fall, daB die Kollektorzone K und/oder die 
Halbleiterzone H in mehrere Bereiche aufgeteilt sind. 
Die Kollektorzone K und/oder die Halbleiterzone H ist 
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FIG. 3 b 





FIG. 4b 
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